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(57) Abstract
mmvennmrelmsmademeforthepmdmmof
microwave plasmas with a microwave generator (1) and a wave 1
guide resonator {5) which comprises a plasma chamber (7). The
short side of the cross-section of the resonator (5) is tumned to be ]

paraliel to the axis y and is in a common wall with the chamber
(7). The microwave power from the resonator (5) is coupled into
the chamber (7) at coupling points (6) in said short cross section
side. ‘The coupling points are preferably in the form of azimuthal
slot couplers in the common wall of (5) and (7).

(57) Zuspmmenfassung

Eine Vorrichtung zur Erzeugung von Mikrowellenplasmen
mit cinem Mikrowellenerzeuger (1) und dessen Ankopplung an
cinen Hohlleiterresonator (5), der eine Plasmekammer (7) umfast, ]
wird vorgeschlagen, worin die kurze Seite des Querschnitis des
- Resonators (5) paralle]l der Achsez zugewandt in der gemeinsamen
Wand mit der Kammer (7) liegt und die Mikrowellenleistung
s dem Resonator (5) tber Koppelstellen (6) in dieser kurzen
Querschnittsseite in dic Kammer (7) cingekoppelt wird, Die
Koppelstellen sind bevorzugt als azimutale Schiitzkoppler in der
gemeinsamen Wand von 5 und 7 ausgefihst.




